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Invenţia se referă la producerea semiconductorilor. 
Procedeul de obţinere a zonelor nanostructurale semiconductoare include depunerea pe una din feţele unui cristal 
semiconductor a unei măşti cu o porţiune deschisă, corodarea electrochimică la anodizare într-o soluţie apoasă de 
NaCl şi înlăturarea măştii. 
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea zonelor nanostructurale semiconductoare cu morfologia dirijată de 
concentraţia soluţiei de NaCl şi de parametrii electrici aplicaţi, utilizând soluţia de NaCl care nu prezintă pericol 
pentru sănătatea personalului sau pentru mediul ambiant. 
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